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摘 要

近年來，多晶矽( Poly-Si )因廣泛的應用在大面積的電子元件，如液晶顯示器中的薄膜電晶體，太陽能電池及影像感測器等

，而受到相當大的重視。然而目前成長多晶矽的方法不外乎是(1)固相結晶法(Solid Phase Crystallization，SPC)，(2)準分子雷

射結晶法(Excimer Laser Annealing，ELA)，(3)金屬誘發再結晶法( Metal-Induced Crystallization，MIC )。SPC 需 700℃ 以上

的高溫，導致需採用昂貴的石英基板或矽晶片，而 ELA 方法須採用雷射退火，故成本昂貴無法大量製造。 本實驗以低溫

電漿輔助化學氣相沉積(Plasma-enhanced chemical vapor deposition，PECVD)成長氫化非晶矽( hydrogenated amorphous

Silicon)層並研究在低溫(550℃)下採用不同厚度的金屬鎳(Ni)橫向誘發結晶(Metal-Induced Lateral Crystallization，MILC)的技

術開發成長多晶矽薄膜。我們利用此技術在p型單晶矽上成長n型多晶矽薄膜之PN結構的太陽能電池。 在實驗中我們發現

此技術可成功製備出奈米顆粒(Nano-Si gain size)約20~65 nm 的多晶矽薄膜。利用快速熱退火系統(Rapid Thermal Annealing

，RTA) 在550℃， 6小時退火後，以Ni 20nm厚度誘發可以得到最好的結晶性，光暗電流比(Photo-to-Dark current ratio)也

有23倍，在太陽能電池AM1光譜下量測，也可以得到6.1%的轉換效率(Conversion Efficiency)。
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